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(54) 단일층의 게이트 라인을 갖는 액정표시소자

(57) 요약

개시된 액정표시소자는, 게이트 라인과 데이터 라인의 교차에 의하여 정의되는 화소 영역을 포함하며, 게이트 라인은 Al-

C-Nb 합금의 단일 배선으로 이루어짐으로써, 게이트 라인과 ITO 사이의 계면에서 산화 작용에 의한 Al2O3가 형성을 막

아 게이트 라인과 ITO 사이의 접촉 저항을 줄임으로써, 액정표시소자의 전기적 특성 및 화품을 향상시킬 수 있는 효과를

제공한다.

대표도

도 4

특허청구의 범위

청구항 1.

게이트 라인과 데이터 라인의 교차에 의하여 정의되는 화소 영역을 포함한 액정표시소자에 있어서,

상기 게이트 라인은 Al-C-Nb 합금의 단일 배선으로 이루어진 것을 특징으로 하는 액정표시소자.
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청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 Al-C-Nb 합금은 94.5~96.9 at.%의 Al과, 0.1~0.5 at.%의 C 및 3~5 at.%의 Nb로 이루어진 것을 특징으로 하는 액

정표시소자.

명세서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시소자에 관한 것으로서, 특히 액정표시소자의 게이트 라인을 형성하는 조성물에 관한 것이다.

일반적으로 액정표시소자는 인가 전압에 따른 액정의 투과도 변화를 이용하여 각종 장치에서 발생되는 여러가지 전기적인

정보를 시각 정보로 변화시켜 전달하는 전자 소자로서, 휴대용 단말기의 정보 표시창, 노트북 컴퓨터의 화면 표시기 등의

정보 표시창으로 사용되고 있다.

이러한 액정표시소자는 게이트 라인과 데이터 라인의 교차에 의하여 정의되는 화소 영역을 포함하며, 게이트 라인의 경우

Mo/Al/Mo의 3개층에 의하여 이루어지며, Al 양측에 Mo를 적층시키는 이유는 Al의 산화를 방지하기 위한 것이다.

그런데, 이와 같이 3개의 층으로 게이트 라인을 형성하게 되면, 증착 과정이 3번 필요하고, 그에 따라 택 타임이 길어지며,

많은 재료를 소비함으로써 경제적인 측면에서도 불리한 단점이 있다.

이에 게이트 라인을 Al-C-Ni 합금에 의하여 단일 배선으로 형성하는 기술이 출현하였다.

그런데, Al-C-Ni 합금에 의한 단일 배선은 Al의 높은 산화 특성에 의하여 게이트 라인 상에 적층되는 ITO와의 접촉 저항

이 증가되는 문제점이 있다.

즉, Al이 산화될 경우 게이트 라인과 ITO 사이의 계면에 Al2O3가 다량 형성되어 접촉 저항이 높아짐에 의해 액정표시소자

의 전기적 특성을 저하시키고, 화품의 불량이 발생되는 문제점이 있다.

즉, 도 1에 도시된 바와 같이 Al-C-Ni 합금의 게이트 라인과 ITO 사이의 계면을 나타내는 1번 영역과 게이트 라인을 나타

내는 2번 영역의 EDAX 결과를 보면, 1번 영역에서는 도 2에 도시된 바와 같이 Al 인근에 O2가 검출되나, 2번 영역에서는

도 3에 도시된 바와 같이 O2가 검출되지 않아, 결과적으로 Al-C-Ni 합금의 게이트 라인과 ITO 사이의 계면에 Al2O3가 다

량 형성되어 접촉 저항이 높아짐을 알 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위하여 창출된 것으로서, 게이트 라인과 ITO 사이의 계면에서 접촉 저항을 줄여 액정

표시소자의 전기적 특성 및 화품을 향상시킬 수 있는 개선된 액정표시소자를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.

발명의 구성

상기의 목적을 달성하기 위한 본 발명의 액정표시소자는, 게이트 라인과 데이터 라인의 교차에 의하여 정의되는 화소 영역

을 포함하며, 상기 게이트 라인은 Al-C-Nb 합금의 단일 배선으로 이루어진 것이 바람직하다.
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여기서, 상기 Al-C-Nb 합금은 94.5~96.9 at.%의 Al과, 0.1~0.5at.%의 C 및 3~5at.%의 Nb로 이루어진 것이 바람직하

다.

이하 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

본 발명의 액정표시소자는 게이트 라인과 데이터 라인의 교차에 의하여 형성되는 화소 영역을 포함한다.

화소 영역을 정의하는 구성 요소 중 게이트 라인은 Al-C-Nb 합금의 단일층으로 이루어진다.

이 Al-C-Nb 합금은 94.5~96.9 at.%의 Al과, 0.1~0.5 at.%의 C 및 3~5 at.%의 Nb로 이루어진다.

여기서, 바람직하게는 94.7 at.%의 Al과, 0.3 at.%의 C 및 5 at.%의 Nb 합금으로 게이트 라인을 형성한다.

이와 같이 종래 Al-C-Ni 합금에서 Ni 대신 Nb를 사용하여 Al-C-Nb 합금으로 게이트 라인을 형성하는 이유는 게이트 라

인과 ITO 사이의 계면에서 Al의 산화를 억제하여 게이트 라인과 ITO 사이의 접촉 저항을 낮추기 위한 것이다.

Al의 산화 억제는 Al-C-Nb 합금에 함유된 Nb의 산화 억제 특성을 이용한 것으로, 이 Nb의 산화 억제 특성은 도 4에 도시

된 그래프에 의하여 지지된다.

즉, 도면을 참조하면, 종래 Al-C-Ni 합금과 Al-C-Nb 합금을 500℃에서 등온 산화시켰을 때, 종래 Al-C-Ni 합금의 경우

에는 시간이 경과함에 따라 급격하게 산화가 되지만, 본 발명의 Al-C-Nb 합금의 경우에는 시간의 경과에도 불구하고 거

의 일정한 수준을 유지하여 산화가 거의 일어나지 않는 것을 나타내므로, Nb의 산화 저항성이 우수한 것을 볼 수 있다.

따라서, 이와 같이 게이트 라인을 Al-C-Nb 합금의 단일 배선으로 형성하게 되면, 게이트 라인과 ITO 사이의 계면에서 산

화 작용에 의한 Al2O3가 형성되지 않아 게이트 라인과 ITO 사이의 접촉 저항을 줄임으로써, 액정표시소자의 전기적 특성

및 화품을 향상시킬 수 있게 된다.

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명의 액정표시소자에 의하면, 게이트 라인을 Al-C-Nb 합금의 단일 배선으로 형성하여, 게이트 라

인과 ITO 사이의 계면에서 산화 작용에 의한 Al2O3가 형성을 막아 게이트 라인과 ITO 사이의 접촉 저항을 줄임으로써, 액

정표시소자의 전기적 특성 및 화품을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.

본 발명은 상기에 설명되고 도면에 예시된 것에 의해 한정되는 것은 아니며, 다음에 기재되는 청구의 범위 내에서 더 많은

변형 및 변용예가 가능한 것임은 물론이다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래 Al-C-Ni 합금에 의한 게이트 라인 상에 ITO가 적층된 모습을 나타낸 TEM 사진,

도 2는 도 1의 1번 영역에서의 구성 성분을 나타낸 그래프,

도 3은 도 1의 2번 영역에서의 구성 성분을 나타낸 그래프,

도 4는 Al-C-Ni 합금과 Al-C-Nb 합금의 등온 산화 실험 결과를 나타낸 그래프.

도면
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도면1

도면2

도면3
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도면4
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专利名称(译) 一种液晶显示元件，具有单层栅极线
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摘要(译)

所公开的液晶显示装置包括由数据线和栅极线的交叉限定的像素区域。
并且提供了改善液晶显示装置的电特性和图像质量的效果，栅极线包括
Al-C-Nb合金的单个布线。
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